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(57) Спосіб вирощування кристалів борату строн-
цію S14B14O25, який включає приготування шихти з
SrO і В2О3, розплавлення її з наступним охоло-
дженням і вирощування монокристалів на орієнто-
вану затравку з обертанням і програмованим витя-
гуванням, який відрізняється тим, що в шихту
вводять В2О3 у КІЛЬКОСТІ 64-65mol%

Винахід ВІДНОСИТЬСЯ до виробництва оптичних
матеріалів і може бути використаний для створен-
ня нових оптичних пристроїв (елементів)

Відомий спосіб вирощування монокристалів
тетрабората стронцію [L Bohaty, I Liebertz, S
Stahz -Z Knstallogr, 172 (1985), р 135] із розплаву
стехіометричного складу Компонентами шихти є
SrO і В2О3, які взяті в молярному відношенні 1 2
Недоліком відомого способу є одержання малень-
ких голчатої форми кристалів, які не годні для ви-
користання в оптиці

Найбільш близькими за сукупністю ознак до
заявляемого є спосіб вирощування кристалів бо-
рата стронцію З^ВмОгб, легованих іонами празе-
одиму, (Kudrjavtcev D Р , Oseledchik Yu S ,
Prosvirnm A L , Svitanko N V , Petrov V V The
luminescence of the praseodimiump-doped strontium
borate Sr4Bi4025 Pr3+ // UkrJPhysOpt V3 №2 -
2002 - P155-160), який включає приготування
шихти з SrO і В2О3, взятих в молярному відношен-
ні 1 2, розплавлення її, наступне охолодження і
вирощування монокристалів на орієнтовану затра-
вку з обертанням і програмованим витягуванням
В шихту вводять легуючі домішки у вигляді окислу
празеодима лантаноіда РГ2О3 в КІЛЬКОСТІ

—2—?_ _ (02-10Ї моль% Таким чином забезпе-
SrO

чується можливість вирощування однорідних ле-
гованих монокристалів S^BuCbs Рг3+ великих
розмірів, що дає можливість використовувати їх
для створення активних лазерних елементів Не-
доліком відомого способу є неможливість одер-

жання нелегованих кристалів, що використовують-
ся як оптичні пристрої (елементи) у яких відсутні
полоси поглинання в усьому діапазоні прозорості

В основу винаходу поставлено завдання ство-
рення способу вирощування кристалів бората
стронцію, в якому, за рахунок нового складу ших-
ти, забезпечується вирощування нелегованих мо-
нокристалів бората стронцію З^ВмОгб, У яких від-
сутні полоси поглинання в усьому діапазоні
прозорості, й які можна використовувати як оптичні
пристрої (елементи) з широкою полосою прозоро-
сті та високим рівнем двопроменезаломлення

Для вирішення поставленого завдання в спо-
собі вирощування кристалів бората стронцію
Sr4Bi4O25, що включає виготовлення шихти із SrO і
В2О3, розплавлення її з наступним охолодженням і
вирощування монокристалів на орієнтовану затра-
вку з обертанням й програмованим витягуванням,
згідно винаходу в шихту вводять В2О3 у КІЛЬКОСТІ
64-65mol%

Як встановлено, кристали бората стронцію
Sr4Bi4O25, інконгруентно плавляться при темпера-
турі 1012±5°С і в наслідок цього не можуть бути
вирощені способом Чохральського з використан-
ням шихти стехіометричного складу із SrO і В2О3,
взятих в молярному відношенні 4 7, що відповідає
концентрацій 36,36mol% SrO та 63,64mol% В2О3

При вирощуванні кристалів з розплаву стехіомет-
ричного складу SrO ВгОз=4 7 спостерігається ріст
кристалів SrB2O4, а при концентрації SrO<34mol%
спостерігається ріст кристалів SrB4O7 Таким чи-
ном, для вирощування нелегованих кристалів
Sr4Bi4O25 модифікованим способом Чохральського
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шихта повинна мати концентрацію В2О3 від
64mol% до 65mol% (ВІДПОВІДНО концентрація SrO
від 36mol% до 35mol%)

Спосіб здійснюється таким чином шихту готу-
ють з SrO і В2О3, (БгСОз, НзВОз) взятих в співвід-
ношенні 36-35mol% SrO-64-65mol% B2O3 Шихту
перемішують і плавлять в платиновому тиглі В
розплав, нагрітий до температури плавлення
(1012±5)°С, вставляють реверсивно-обертаючу
мішалку, встановлюють температуру розплаву
вище температури плавлення не більше ніж на
(10-20)°С, вводять орієнтовану затравку в контакт
з розплавом, частково розчиняють затравку, після
чого знижують температуру розплаву до темпера-

тури кристалізації і нижче для забезпечення росту
монокристала і кристал витягують при безперерв-
ному його обертанні з регульованою швидкістю
витягування і зниженням температури по програмі
в ВІДПОВІДНОСТІ з тепловими характеристиками
кристала і тепловими умовами в зоні росту, а по-
тім відривають кристал від розплаву і охолоджу-
ють по програмі

Спосіб був випробуваний в лабораторних
умовах Були вирощені кристали S^BMC^S ДЛЯ
одержання розплаву використовували платиновий
тигель об'ємом 90см3, при цьому маса взятих реа-
ктивів наведена в таблиці 1

Таблиця

Розрахункові значення маси реактивів в розглянутих прикладах

№ приклада

1
2
3

С(В2Оз)тоІ%

64
64,5

65

C(SrO)mol%

36
35,5

35

М(НзВОз)
Кваліф ОСЧ г

299,7
302,7
305,7

M(SrCO3)
Кваліф ОСЧ г

201,3
198,8
196,5

Тигель розміщувався в печі опору, в положен-
ня, при якому градієнт температури в приповерх-
невому шарі розплаву, виміряний незахищеною
платино-платино-родієвою термопарою, складав
(80-100)°С/см Розплав нагрівали вище темпера-
тури кристалізації (1012±5)°С на (10-20)°С В роз-
плав опускалась платинова мішалка, яка реверси-
вне оберталась з швидкістю бОоб/хв і періодом
зміни напряму обертання 5хв Процес гомогеніза-
ції розплаву тривав (5-6)год

Орієнтовану по кристалографічній осі X, Y або
вздовж напрямку [201] затравку вводили в піч до
стикання з розплавом при температурі (1020-
1025)°С в точці теплового центру В процесі роз-
чину затравки температура швидко знижувалась
до температури кристалізації При досягненні тем-
ператури кристалізації установлювались швидкість
зниження температури (2-4)°С/доб і швидкість
витягування кристала (2-3)мм/доб Кристал роз-
рощувався до діаметра (20-25)мм Установлюва-
лась швидкість виймання кристалу (1-2)мм/доб
При досягненні довжини кристала більше 10мм
кристал піднімали до відрива від розплаву і охо-
лоджували з піччю з швидкістю 20°С/год

Нелеговані кристали борату стронцію
Sr4Bi4O25 одержані вперше Рентгенографічні до-
слідження показують, що одержані кристали
Sr4Bi4O25, як і Sr4Bi4O25 RE3+(RE=Eu, Pr), відно-
сяться до моноклінної кристалографічної системи,
просторова група С2/т, параметри ґратки

а=16,384А, Ь=7,762Д, с=16,619д, кут
Р=119,18° В порівнянні з легованими мають більш
широку прозорість в УФ(<190нм) та ІЧ діапазоні і у
яких відсутні смуги поглинання в усьому діапазоні
прозорості з високим рівнем двопроменезалом-
лення і також не містяться в міжнародній базі рен-
тгенометричних даних кристалічних речовин

Рекомендований спосіб вирощування забез-
печує в порівнянні з існуючими перевагу одержан-
ня нового (виключно) нелегованого кристалу, що
дозволяє використовувати одержані кристали як
оптичні пристрої (елементи), які мають широку
прозорість у УФ діапазоні (<190нм) і у яких відсутні
смуги поглинання в усьому діапазоні прозорості
від 190нм до 350нм з високим рівнем двопромене-
заломлення
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